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第 2 章から第 4 章では、シリコン前駆体に安価で爆発性のない SiCl4 を用いた
電気化学プロセスによるシリコン薄膜の製造について述べている。 
第 2 章では、有機溶媒である propylene carbonate 中へ支持電解質として
tetrabutylammonium chloride を添加した有機溶液を用いて、室温において検討を行
っている。まず、この有機溶液中における SiCl4 の電気化学的還元挙動を調べ、






第 3 章では、溶液を室温溶融塩 trimethyl-n-hexylammonium bis(trifluoromethyl-
sulfonyl)amide に置き換えた電気化学プロセスについて論じている。まず、SiCl4





化学的 Si–Si 結合形成過程により進行すると推定している。Si 電析反応速度の向
上にも取り組んでおり、実験温度、電極電位及び SiCl4 濃度を最適化することに
より、標準条件での析出速度に比べて 5–10 倍の析出速度を達成している。 
第 4 章では、溶液に中低温溶融塩 N-ethyl-N-methylpyrrolidinium chloride–ZnCl2
混合塩を用いた 150°C における電気化学プロセスについて論じている。Zn(II)/Zn
参照極に対して 0 V で定電位電解を行うことにより褐色の析出物が得られること
を見出しており、EDX および XPS の結果、単体シリコンを含む析出物であるこ
  
とを確認している。断面 SEM 観察の結果、Zn(II)/Zn 参照極に対して 0 V で 1 時














いる。さらに、SiO2 ペレットに Au ナノ微粒子を添加することにより、ナノワイ
ヤー成長を促進させることに成功している。 
第 6 章では、SiO2 をシリコン前駆体に用いた炭素熱還元プロセスについて論じ
ている。SiO2–SiC ペレットと赤外レーザ加熱等を組み合わせることにより、SiO2
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